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【緒言】 銅酸化物と鉄系高温超伝導体は、非

超伝導母相へ電子もしくは正孔をドープして

超伝導が発現するという共通点をもつ。一方、

銅酸化物の母相は電子相関が強いためにモッ

ト絶縁体であるのに対し、鉄系物質のほとんど

はギャップを持たない金属である。前者の最高

の超伝導臨界温度（Tc）の方が遙かに高いこと

を考慮すると、鉄系超伝導体でも電子相関が強

い絶縁体の母相にキャリアドープすることで

Tc をあげられる、と期待される。2014 年、当

グループでは絶縁体 TlFe1.6Se2 に対し、電気二

重層トランジスタ（EDLT）を用いた高濃度キ

ャリアドーピングを行い、高 Tc の超伝導転移

を狙ったが、超伝導転移には至らなかった [1]。 

 FeSe は Tc = 8 K の超伝導体であるが、単結晶

基板上に数 10 nm 以下の極薄膜を成長させる

と絶縁体的な振る舞いを示す [2,3]。そのため、

FeSe 極薄膜は高 Tc超伝導体の母相候補と見な

せると期待した。そこで本研究は、FeSe 極薄

膜をチャネルとした EDLT を作製し、電界誘起

超伝導の発現を狙った [4]。 

 

【結果】 分子線エピタキシー法を用い、最適

条件下で SrTiO3 単結晶基板上に膜厚約 10 nm

の FeSe 薄膜をエピタキシャル成長させ、EDLT

を作製した（Fig. 1 挿入図）。印加ゲート電圧

（VG）+2 V までは、絶縁体的な挙動を示した

（Fig. 1）。VGを+4 V まで増加することで常伝

導状態の抵抗値が減少し、24 K で超伝導転移

を観察することに成功した。+5.5 V まで増加す

ることで、Tcはバルクより約 4 倍高い 31 K ま

で上昇した。ごく最近、FeSe に対し、EDLT を

用いた化学エッチング [5]や、電界印加による

Tc上昇 [6]の報告はあるが、絶縁体の鉄系母相

から電界により直接超伝導を誘起したのは初

めてである。 
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Fig.1. Temperature dependence of sheet resistance (Rs) of 

FeSe EDLT under VG = 0 – +5.5 V. Inset is a schematic 

structure of EDLT. 

第63回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2016 東京工業大学 大岡山キャンパス)21a-W834-3 

© 2016年 応用物理学会 09-099


